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【57】申請專利範圍
1.　一種用於剝除及清洗一絕緣體上矽結構之一表面之方法，該絕緣體上矽結構包括一處置
結構、一矽頂層及安置於該處置結構與該矽頂層之間的一介電層，該絕緣體上矽結構在

該絕緣體上矽結構之一頂表面上具有氧化物膜，該方法包括：

將該絕緣體上矽結構浸入一剝除浴中以自該絕緣體上矽結構之該表面剝除該氧化物膜且

製備一經剝除之絕緣體上矽結構，該剝除浴包括氫氟酸及一界面活性劑；

將該經剝除之絕緣體上矽結構浸入包括臭氧之臭氧浴中以製備一經臭氧處理之絕緣體上

矽結構；及

將該經臭氧處理之絕緣體上矽結構浸入包括氫氧化銨及過氧化氫之 SC-1浴中以製備一經
SC-1處理之絕緣體上矽結構。

2.　如請求項 1之方法，其進一步包括將該經 SC-1處理之絕緣體上矽結構浸入包括鹽酸之
SC-2浴中以形成一經 SC-2處理之絕緣體上矽結構。

3.　如請求項 2之方法，其包括在將該經 SC-1處理之絕緣體上矽結構浸入該 SC-2浴之前用
水沖洗該經 SC-1處理之絕緣體上矽結構。

4.　如請求項 2之方法，其包括藉由將該經 SC-2處理之絕緣體上矽結構與異丙醇蒸汽接觸
來乾燥該經 SC-2處理之絕緣體上矽結構。

5.　如請求項 4之方法，其進一步包括在乾燥該經 SC-2處理之絕緣體上矽結構之前用水沖
洗該經 SC-2處理之絕緣體上矽結構。

6.　如請求項 1之方法，其中該剝除浴包括至少約 0.01 wt%之界面活性劑。
7.　如請求項 1之方法，其中該界面活性劑係一非離子界面活性劑。
8.　如請求項 7之方法，其中該非離子界面活性劑係包括醚基之醚類界面活性劑。
9.　如請求項 8之方法，其中該醚類界面活性劑係聚氧伸烷基烷基醚。

10.   如請求項 1之方法，其中該臭氧浴包括至少 20 ppm之臭氧。
11.   如請求項 1之方法，其中將該經剝除之絕緣體上矽結構浸入該臭氧浴中達至少 5分鐘。
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12.   如請求項 1之方法，其中將該經剝除之絕緣體上矽結構浸入該臭氧浴中達 5分鐘與 20分
鐘之間。

13.   如請求項 1之方法，其中將該絕緣體上矽結構浸入該剝除浴中達至少 5分鐘。
圖式簡單說明

圖 1係具有一供體晶圓與其上之一介電層之一供體結構之一橫截面視圖；
圖 2係在離子植入程序期間的供體結構之橫截面視圖；
圖 3係接合至一處置結構之供體結構之一橫截面視圖；
圖 4係在劈裂平面處劈裂供體結構時的一經接合晶圓結構之一橫截面視圖；
圖 5係用於移除氧化物及清洗一絕緣體上矽結構之一方法；
圖 6係用於移除氧化物及清洗一絕緣體上矽結構之一方法之另一實施例；
圖 7係用於移除氧化物及清洗一絕緣體上矽結構之一方法之另一實施例；
圖 8係在用於移除氧化物及清洗一絕緣體上矽結構之一習知方法中形成之一奈米大小缺

陷之一 AFM影像之一再現；及
圖 9係展示圖 8中所展示之缺陷之高度之一圖表。
貫穿圖式，對應元件符號指示對應部分。
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